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2SC535 
シリコン NPNエピタキシァルプレーナ形 

RJJ03G1098-0200 
(Previous: ADJ-208-1216) 

Rev.2.00 
2006.02.01 

特長 
• VHF増幅用，周波数混合用，局部発振用 
 

外観図 

1. 

2. 

3. 

: PRSS0003DA-C
( : TO-92 (2))

3

2
1  

 

絶対最大定格 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 
コレクタ・ベース電圧 VCBO 30 V 
コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 20 V 
エミッタ・ベース電圧 VEBO 4 V 
コレクタ電流 IC 20 mA 
許容コレクタ損失 PC 100 mW 
接合部温度 Tj 150 °C 
保存温度 Tstg –55 ～ +150 °C 
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電気的特性 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 
コレクタ・ベース破壊電圧 V(BR)CBO 30 — — V IC = 10 µA, IE = 0 
コレクタ・エミッタ破壊電圧 V(BR)CEO 20 — — V IC = 1 mA, RBE = ∞ 
エミッタ・ベース破壊電圧 V(BR)EBO 4 — — V IE = 10 µA, IC = 0 
コレクタ遮断電流 ICBO — — 0.5 µA VCB = 10 V, IE = 0 
直流電流増幅率 hFE*1 60 — 200  VCE = 6 V, IC = 1 mA 
ベース・エミッタ電圧 VBE — 0.72 — V VCE = 6 V, IC = 1 mA 
コレクタ・エミッタ飽和電圧 VCE(sat) — 0.17 — V IC = 20 mA, IB =4 mA 
利得帯域幅積 fT 450 940 — MHz VCE = 6 V, IC = 5 mA 
コレクタ出力容量 Cob — 0.9 1.2 pF VCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz 
電力利得 PG 17 20 — dB VCE = 6 V, IC = 1 mA, 

f = 100 MHz 
雑音指数 NF — 3.5 5.5 dB VCE = 6 V, IC = 1 mA, 

f = 100 MHz, Rg = 50 Ω 
入力アドミタンス(Typ) yie 1.3 + j5.3 mS 
逆伝達アドミタンス(Typ) yre –0.078 – j0.41 mS 
順伝達アドミタンス(Typ) yfe 32 – j10 mS 
出力アドミタンス(Typ) yoe 0.08 + j0.82 mS 

VCE = 6 V, IC = 1 mA, 
f = 100 MHz 

【注】 1. 2SC535は hFEの値により下記のように区分し，現品に表示してあります。 
B C 

60 ～ 120 100 ～ 200 
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主特性 
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外形寸法図 
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Previous Code

PRSS0003DA-C TO-92(2) / TO-92(2)V

MASS[Typ.]

0.25gSC-43A

RENESAS CodeJEITA Package Code
Unit: mm

Package Name

TO-92(2)

 
 

発注型名 
発注型名 梱包数量 梱包形態 

2SC535BTZ 
2SC535CTZ 

2500個 箱, ラジアルテーピング 

【注】 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。 
ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。 
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(092) 481-7695       

E-Mail: csc@renesas.com

http://www.renesas.com
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